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요약

활성 매트릭스방식의 박막표시장치에서 박막발광소자의 화소중에 차지하는 비율이 증가함에 따라 휘도와 신뢰성이 높
은 박막표시장치를 제공한다.

동일 기판(1) 위에 각 화소에 전류로 구동되어 발광하는 박막표시소자(9)와 이 박막표시소자(9)를 구동하는 회로가 
형성된 실리콘 박막층(2)를 가지며, 적어도 상기 박막표시소자(9)와 실리콘박막층이 두꺼운 방향에 중복하여 형성된 
영역을 갖고, 이 중복영역에서 상기 박막표시소자(9)의 발광 일부를 방출하는 구성의 박막표시장치로 한다.

대표도
도 1

색인어
박막표시장치

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 본 발명의 박막표시장치의 한 형태를 나타낸 일부 단면도로, 도 2의 A-A'선 단면도,

도 2는 본 발명의 박막표시장치의 한 형태를 나타낸 일부평면도,

도 3은 본 발명의 박막표시장치의 다른 형태를 나타낸 일부단면도,

도 4는 본 발명의 유기EL소자의 구동장치 제조공정을 나타낸 일부단면도,

도 5는 본 발명의 유기EL소자의 구동장치 제조공정을 나타낸 일부단면도,

도 6은 본 발명의 유기EL소자의 구동장치 제조공정을 나타낸 일부단면도,

도 7은 본 발명의 유기EL소자의 구동장치 제조공정을 나타낸 일부단면도,

도 8은 본 발명의 유기EL소자의 구동장치 제조공정을 나타낸 일부단면도,

도 9는 본 발명의 유기EL소자의 구동장치 제조공정을 나타낸 일부단면도,

도 10은 종래의 활성 매트릭스형 유기EL표시장치의 회로도의 한 예를 나타낸 개략구성도,

도 11은 도 13의 A부분의 확대도,

도 12는 종래 유기EL표시소자의 구성예를 나타낸 일부 평면도,

도 13은 도 11의 A-A'선 단면도.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기전계발광(EL) 소자등의 박막표시소자를 사용한 박막표시장치에 관한 것이다.

최근, 유기EL소자등을 사용한 박막표시장치가 개발되고 있다. 예를 들어, 유기EL소자를 다수 사용한 박막표시장치를 
활성 매트릭스회로로 구성하는 경우, 각 EL픽셀(화소)에는 이 픽셀에 공급되는 전류를 제어하기 위한 박막트랜지스터
(TFT)와 같은 FET(전계효과 트랜지스터)가 한 쌍씩 접속되어 있다. 즉, 유기EL소자에 구동전류를 공급하는 바이어
스용 TFT와, 이 바이어스용 TFT를 선택해야 할 것인가를 나타내는 스위치용 TFT가 한쌍씩 접속되어 있다.

    
종래의 활성 매트릭스형 유기EL표시장치의 구성예를 도 10, 도 11에 나타낸다. 이 유기EL표시장치(50)은 화면(51)
과, 이 화면(51)을 구동하기 위한 X방향신호선(X1, X2...), Y방향신호선(Y1, Y2...), 전원Vdd선(Vdd1, Vdd2...), 스
위치용 TFT트랜지스터(Ty11, 12, Ty21, 22...), 전류제어용 TFT트랜지스터(M11, 12, M21,22...), 유기EL소자(
EL110, 120, EL210, 220...), 콘덴서(C11, 12, C21, 22...), X방향주변 구동회로(시프트레지스터 X축: 52), Y방향
주변 구동회로(시프트레지스터 Y축: 53) 등으로 구성된다.
    

X방향신호선(X1, X2), Y방향신호선(Y1, Y2)에서 화소가 특정되고, 그 화소에서 스위치용 TFT트랜지스터(Ty11, 1
2, Ty21, 22)가 온되어 그 신호유지용 콘덴서 (C11, 12, C21, C22)에 화상데이타가 보존된다. 이에 따라 전류제어용 
TFT의 TFT트랜지스터(M11, 12, M12, 22)가 온되어 전원선(Vdd1, Vdd2)을 통해 유기EL소자 (EL110, 120, EL 
210, 220)에 화상데이타에 따른 바이어스용 전류가 흐르고 이것이 발광된다.
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예를 들어, X방향 신호선(X1)에 화상데이타에 따른 신호가 출력되고, Y방향신호선(Y1)에 Y방향 주사신호가 출력되면, 
이에 따라 특정된 화소의 스위치용 TFT트랜지스터(Ty11)가 온되어 화상데이터에 따른 신호에 의해 전류제어용 TFT
트랜지스터(M11)가 도통되고, 유기EL소자(EL110)에 이 화상데이터에 따른 발광전류가 흘러 발광제어된다. 이와 같
이, 화소에 박막형 EL소자와, 상기 EL소자의 발광제어용의 전류제어용 TFT트랜지스터와, 상기 전류제어용 TFT트랜
지스터의 게이트전극에 접속된 신호유지용 콘덴서와, 상기 콘덴서에 데이터를 기입하기 위한 스위치용 TFT트랜지스터 
등을 포함하는 활성 매트릭스형 EL화상표시장치에 있어서, EL소자의 발광강도는 신호유지용 콘덴서에 축적된 전압에 
의해 제어된 발광전류 제어용 비선형소자인 TFT트랜지스터에 흐르는 전류로 결정된다(A66-in 201pi Electrolumin
esecnt Display T.P. Brody, F.C. Luo,at,al,IEEE Trans Electron)evices, Vol. ED-22, NO.9, Sep. 1975, p73
9∼749 참조).
    

이 때, 사용되는 신호유지용 콘덴서용량은 미소한 선택시간내에 화소스위치 TFT트랜지스터가 충분히 전하를 충전할 
수 있는 용량 이하이고, 또 이 화소스위치 TFT트랜지스터의 비선택시의 리크전류에 의해 다음 기입시간까지 전하가 손
실되기 때문에 콘덴서의 유지전압의 저하가 표시패널화상에 악영향을 주지 않는 용량 이상이어야 한다.

이에 대해, 일본국특개평 5-258861호 공보에 발광소자에 무기EL을 사용하고, 그 재질 및 제조방법에 의해 EL소자 위
에 a-Si의 TFT와 용량을 제조방법이 기재되어 있다. 그러나 무기EL소자를 이용하기때문에 저전압화, 고휘도화를 도
모하기 곤란하였다.

한편, 상기와 같이 유기EL소자를 발광층으로 사용한 경우, 전자를 공급하는 음극은 4eV이하의 일함수를 갖는 MgAg 
등의 합금이나 금속재료를 사용해야 하고, 발광을 방출하기 위해서는 기판측 양극에 투명한 도전성 박막을 사용해야 한
다. 결국, 유기EL소자를 이용함에 따라 저전압화, 고휘도화는 가능하지만, 그 재질 및 제조방법은 상기 특개평 5-258
861호 공보에 기재된 바와 같은 구조를 취할 수는 없다.

종래의 유기EL소자를 사용한 박막표시장치를 도 12 및 도 13을 참고하면서 구체적으로 설명한다. 도 12는 유기EL소
자를 구동하는 TFT 정렬의 한 예를 나타낸 평면도이다. 또한 도 13은 도 12의 A-A'선 단면도이다.

도 12에서 소스버스(11)에는 소스전극(13)이 접속되고, 콘택트홀(13a)을 통해 실리콘기체(21) 위에 형성된 소스부
위와 접속되어 있다. 이 실리콘기체(21) 위에는 미도시된 다른 화소의 TFT소자와 공통으로 접속되어 있는 게이트버스
(12)가 형성되어 있고, 이 게이트버스(12)가 실리콘기체(21)과 교차하는 부분에 게이트전극이 형성된다.

    
소스부위와 게이트전극 사이에 개재된 실리콘기체 상에 형성되어 있는 드레인부위에는 콘택트홀(14a)을 경유하여 드
레인배선(14)가 접속되어 있다. 이 드레인 배선(14)는 게이트라인(15)와 접속되고, 게이트라인(15)은 TFT(2)를 구
성하는 실리콘기체(22) 위에 형성됨과 동시에 콘덴서(18)의 한쪽 전극과 접속되어 있다. 콘덴서(18)의 다른 쪽의 전
극은 어스버스(23)와 접속됨과 동시에 소스전극 (17)과 접속되고, 이 소스전극 (17)은 콘택트홀(17a)을 경유하여 T
FT(1)의 소스부위와 접속되어 있다. 게이트라인(15)이 실리콘소체(22)와 교차하는 부위에 게이트전극이 형성되어 있
다.
    

소스부위와 게이트전극(15) 사이에 개재된 실리콘기체 상에 형성되어 있는 드레인부위에는 콘택트홀(16a)을 경유하
여 드레인배선(16)이 접속되어 있고, 드레인배선(16)은 화소가 되는 유기EL소자의 한쪽 전극(7)을 구성하던가 그것
과 접속된다.

    
도 13에서 기판(1) 위에는 활성 p-Si층이 형성되고, 그 위에 절연게이트(3), 게이트전극(4)이 형성된다. 또한 게이트
전극을 사이에 두고 드레인전극(17), 소스전극(16)이 형성되고, 소스전극 (16)에는 유기EL구조체(9) 전극이 되는 I
TO(7)가 접속되어 있다. 또한 발광된 빛을 방출하는 에이지커버(8)는 그 개구부(8a)가 TFT소자 등을 피해서 이들이 
형성되어 있지 않은 영역에 개구되어 있다. 즉, 에이지커버는 발광이 투과하지 않도록 영역을 덮는 것으로 에너지효율
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을 향상시키거나, ITO와 상부에 형성된 전극과의 사이에 용량이 증대되는 것을 억제한다는 등의 이유에서 상기와 같은 
영역에만 개구되어 있다.
    

이와 같은 구성의 표시장치에서는, TFT등의 구동용 스위칭소자, 화소중의 회로부품의 수 및 사이즈가 증대됨에 따라 
발광에 기여하는 유기EL소자가 화소중에 차지하는 비율을 감소되고, 이것을 보충하기 위해서 유기EL의 발광휘도를 상
승시키지 않을 수 없게 된다. 이것은 유기EL소자에 과대한 부하가 걸리게 되고 신뢰성이 손실되어 바람직하지 않다

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 활성 매트릭스방식의 박막표시장치에 있어서, 박막발광소자의 화소중에 차지하는 비율이 증가함에 따
라 휘도와 신뢰성이 높은 박막표시장치를 제공하는데 있다.

즉, 상기 목적은 다음의 구성에 의해 달성된다.

(1) 동일기판상에서, 각 화소에 전류로 구동되어 발광하는 박막표시소자와, 이 박막표시소자를 구동하는 회로가 형성
되는 실리콘박막층을 가지며, 적어도 상기 박막표시소자와 실리콘박막층이 두꺼운 방향으로 중복되어 형성되어 있는 영
역을 가지며, 이 중복영역에서 상기 박막표시소자의 발광의 일부를 방출하는 박막표시장치.

(2) 상기 실리콘박막층에는 박막발광소자를 구동하는 스위칭소자가 형성되어 있는 상기 (1)의 박막표시장치.

(3) 상기 박막표시소자의 발광의 일부를 상기 스위칭소자 형성되어 있는 영역에서 방출하는 상기 (1) 또는 (2)의 박막
표시장치.

(4) 상기 스위칭소자의 채널영역중 적어도 일부가 광투과성을 갖지않는 재료에 의해 차광되고 있는 상기 (1) 내지 (3)
중 어느 하나의 박막표시장치.

(5) 상기 스위칭소자의 제어전극이 빛을 투과하지 않는 재료에 의해 형성되어 있는 상기 (1) 내지 (4)중 어느 하나의 
박막표시장치.

(6) 상기 스위칭소자는 폴리실리콘박막에 의해 형성되어 있는 상기 (1) 내지 (5)중 어느 하나의 박막표시장치.

(7) 상기 스위칭소자는 박막트랜지스터인 상기 (1) 내지 (6)중 어느 하나의 박막표시장치.

(8) 상기 박막표시소자는 유기EL소자인 상기 (1) 내지 (7)중 어느 하나의 박막표시장치.

    발명의 구성 및 작용

본 발명의 박막표시장치는 동일 기판상에, 각 화소에 전류로 구동되는 발광 박막표시소자와, 이 박막표시소자를 구동하
는 회로가 형성된 실리콘박막층을 가지며, 적어도 상기 박막표시소자와 실리콘박막층이 두꺼운 방향으로 중복되어 형성
되어 있는 영역을 가지며, 상기 중복영역에서 상기 박막표시소자의 발광의 일부를 방출하는 것이다.

보다 바람직하게는 상기 실리콘박막층에 스위칭소자가 형성되어 상기 박막표시소자의 발광의 일부를 상기 스위칭소자
가 형성되어 있는 영역에서 방출하고, 상기 스위칭소자의 채널영역중 적어도 일부가 광투과성을 갖지 않는 재료에 의해 
차광되는 것이다.

이와 같이 실리콘박막층, 특히 스위칭소자와 박막표시소자 중 적어도 일부 영역을 중복하여 형성함에 따라 스위칭 소자 
형성영역에서도 발광이 방출될 수 있고, 화소중에 차지하는 발광영역이 확대되고 화소의 발광휘도를 높일 수 있다. 또
한 발광영역의 면적이 확대되기 때문에 박막발광소자 자체의 발광휘도를 높이지 않아도 상대적으로 화소의 휘도를 높
일 수 있고, 소자의 신뢰성 향상에도 공헌할 수 있다.
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즉, 박막트랜지스터(TFT)등의 스위칭소자가 형성되어 있는 폴리실리콘(p-Si)층은 통상적으로 가시광 영역에도 투과
성을 가지고 있다. 이에 따라 스위칭소자가 형성되어 있는 영역에서 발광을 얻을 수 있다. 즉, 실리콘박막층(스위칭소자)
과 박막표시소자 중 적어도 일부의 영역을 중복하여 형성함에 따라, 바꿔말하면 실리콘박막층(스위칭소자)과 박막표시
소자 중 적어도 일부의 영역을 막방향으로 중첩하도록 형성한 것으로 실리콘박막층, 특히 스위칭소자가 형성되어 있는 
영역에서도 발광을 얻을 수 있고, 소자자체의 발광휘도를 높이지 않아도 실질적인 발광면적이 증대된다.
    

또한, 스위칭소자자체 뿐만 아니라, 정렬하거나 배선을 움직임에 따라 생기는 섬모양의 빈 영역 등에서도 발광을 얻을 
수 있어 스위칭소자(TFT)가 형성된 영역 이외에서 발광을 얻는 경우에도 충분히 발광영역을 확대할 수 있다.

본 발명에서는 상기와 같이 통상적인 빛의 방출 영역인 박막표시소자의 양극(또는 음극)이 형성된 영역 이외에서도 박
막표시소자의 발광을 얻는다. 이러한 구성에 의해 발광영역이 확대되고, 소자자체의 발광휘도를 높이지 않아도 실질적
으로 화소의 발광휘도가 향상된다.

    
그런데, 박막발광소자, 특히 스위칭소자(TFT)형성 영역, 더욱이 채널영역 중 적어도 일부 내지 제어전극(게이트)형성 
영역에 발광빛이 입사된 경우, 오프특성, 문턱값 등, 스위칭소자(TFT)의 특성이 약간 변화하는 경우가 있다. 이것은 
실리콘박막층(p-Si층)에 흡수된 약간의 광자에 의해 캐리어가 발생하기 때문이다. 그리고 이러한 특성 변화는 고품질
의 표시에 장애가 된다. 그래서, 스위치소자형성 영역, 특히 채널영역의 적어도 일부 내지 제어전극(게이트)형성 영역
을 빛이 투과하지 않는 차광막으로 덮을 수도 있다. 이에 따라 실리콘박막의 스위칭소자형성 영역, 특히 제어전극형성 
영역에서 발광을 얻을 수는 없지만, 화소 전체에 대해서는 충분한 발광영역을 확대할 수 가 있다.
    

차광막으로는 발광에 대해서 70% 이하, 특히 90% 이하의 광투과성을 갖는 부재라면 사용할 수 있지만, 특히 박막표시
장치를 구성하는 부재를 공용함에 따라 제조공정을 간소화하고, 제조비용을 감소할 수 있어 바람직하다. 이런 박막표시
장치를 구성하는 부재로는 구체적으로 Al, Cu, Cr, Ti, Mo, V, Zr, W, Ta, Ni-Cr 등의 금속, 또는 금속합금, 질화티
탄(TiN), 질화몰리브덴, 질화탄탈, 질화지르코늄(ZrN) 등의 질화물, 티탄카바이드(TiC), 텅스텐카바이드(WC), 크롬
카바이드(Cr2C2 ), 도프탄화실리콘 등의 탄화물 및 Ni, Co, Fe, Cu, Cr, Ag, Mo 등의 금속과의 복합재인 서어멧 등을 
들 수 있다. 이들 중에서도 특히 Al, Cr, Cu, Mo, Ti 등의 배선용 금속재가 바람직하다.

또한, 스위칭소자의 제어전극 자체를 상기 부재, 특히 고융점의 금소재로 구성할 수 있다. 이 경우에는, 새롭게 차광막
을 형성할 필요가 없기 때문에, 정렬하기 위한 마진이나 에칭에 필요한 공간이 불필요하여 고밀도의 표시장치를 형성할 
수 있다.

    
본 발명의 박막표시장치는 통상 EL소자등의 박막표시장치와, 이를 구동하는 제 1 스위칭소자와, 상기 제 1 스위칭소자
를 구동하는 제 2 스위칭소자, 및 이들 스위칭소자, 박막표시장치 등으로 구성된 화소를 선택하는 선택회로(시프트레지
스터) 등으로 구성되어 있다. 본 발명의 선택회로(시프트레지스터)는 통상 입력신호(데이터)에 따라 시프트출력을 발
생할 수 있는 것이면 그 구성은 어떠한 것이어도 좋다. 일반적으로 시프트레지스터는 플립플롭의 조합에 의해 구성된다. 
또한 시프트레지스터는 표시화면의 행요소, 또는 열요소를 순차적으로 선택해서 시분할구동하는데 이용되며, 이와 같은 
기능을 갖는 것도 본 발명의 선택회로(시프트 레지스터)에 포함된다.
    

본 발명의 실리콘박막층은 기판상에 형성할 수 있고, 그 위에 형성된 스위칭소자가 필요한 성능을 발휘할 수 있는 실리
콘기판이면 비결정상, 다결정상 또는 단결정상일 수 있지만, 통상 다결정 실리콘(p-Si)이 바람직하다. 다결정 실리콘
층은 일반적으로 기상퇴적법에 의해 형성된 비결정 실리콘(a-Si)층을 어니일링하여 얻을 수 있다. 이 경우 얻어진 다
결정 실리콘층은 고온 p-Si 또는 저온 p-Si일 수 있지만, 저온 p-Si가 바람직하다.

스위칭소자는 상기 실리콘박막층에 제어전극과 한 쌍의 피제어전극이 형성되고, 유기EL소자를 직접 구동하는 반도체이
면 특별한 규제는 없지만, 표시장치로서 기능시키기 위해서는 TFT(Thin Film Transistor) 타입이 바람직하다.
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이어서, 본 발명에 사용하는 스위칭소자가 및 박막표시장치의 보다 구체적인 구성 및 그 제조공정에 대해서 도면을 참
고하면서 설명한다.

우선, 도 4에 도시한 바와 같이, 기판(1) 위에 스퍼터법, 각종 CVD법, 바람직하게는 플라즈마 CVD법에 의해 a-Si층
(2)를 적층한다.

그 후, 도 5에 도시한 바와 같이, 엑시머레이저(115) 등에 의한 어니일링 및 결정화를 하고, 활성층(2a)을 형성한다. 
이때 열어니일링을 병용해도 된다.

또한, 도 6에 도시한 바와 같이, 결정화된 활성층(폴리실리콘층: 2a)을 사진평판으로 패턴화한다.

이어서, 도 7에 도시한 바와 같이, 절연게이트(3)를 폴리실리콘 아일랜드(2a) 위와 절연기판(1)의 표면 주위에 적층한
다. 기판온도는 250∼400℃가 바람직하고, 고품질의 절연게이트재료를 얻기 위해서는 어니일링을 300∼600℃에서 1
∼3시간 정도에서 실시하는 것이 바람직하다.

이어서, 도 8에 도시한 바와 같이, 게이트전극(4)을 증착 또는 스퍼터링으로 성막한다.

이어서, 도 9에 도시한 바와 같이, 게이트전극(4)을 패터닝하고, 패터닝된 게이트 전극(4) 위에서 이온도핑(116)을 
하여 n+ 또는 p+ 부위를 성형하고, 그 위에 신호전극선 및 주사전극선을 사진평판에 의해 형성한다.

이어서, 도 1에 도시한 바와 같이, 절연막(5)을 형성한 후, 드레인, 소스 등의 접속부를 형성한다. 접속부는 절연막(5)
을 개구한 곳에서 한다. 우선, 상압 CVD법에 의해 층간절연층으로서 SiO 2막을 성막한다. 이어서, 층간절연층을 에칭하
여 접속홀을 형성하고, 드레인, 소스접속부를 개구한다.

    
개구된 드레인과 소스접속부에 각각 드레인배선전극(17)과 소스배선전극(16)을 성막하여 드레인과 소스를 접속한다. 
그리고, 이들 전극 위에 절연막(6)을 형성한다. 이때 드레인과 소스전극 일부가 유기EL소자의 제 1전극, 또는 제 2전
극으로서 기능을 하거나, 이것과 접속되도록 한다. 도시된 예에서는 소스전극(16) 위를 개구하고 홀주입전극인 ITO(
7)과 접속되도록 한다. 또 화소부분 이외의 부분을 덮는 에이지커버(8)를 형성하고, 유기EL 구조체(9)를 형성하여 도 
1에 도시된 바와 같이 스위칭소자를 얻는다.
    

이 때, ITO는 p-Si층(활성층 2a: 2), 특히 스위칭소자를 덮도록 형성하고, 에이지커버(8)도 유기EL구조체(9)가 p-
Si층(활성층 2a: 2) 위에도 형성되도록 한다. 이에 따라 화소내의 발광 면적이 증대된다.

또한, 홀주입전극등, 유기EL소자의 전극과의 접속에는, 예를 들어 배선전극과 홀주입전극과의 사이 양자에 접속성을 향
상시키기 위해 TiN 등의 접속금속층을 형성할 수도 있다.

이와 같이 형성된 박막표시장치에 대해서, 도 2를 참고하면서 보다 구체적으로 설명한다. 도 2는 도 1에 도시된 바와 
같이 유기EL소자를 구동하는 TFT정렬의 한 예를 나타낸 평면도이다. 또한 도 1은 도 2의 A-A'선 단면도이다.

도면에서 소스버스(11)에는 소스전극(13)이 접속되고, 접속홀(13a)을 통해 실리콘기체(21) 위에 형성되어 있는 소
스부위와 접속되어 있다. 이 실리콘기체(21)위에는 미도시된 다른 화소의 TFT소자와 공통으로 접속되어 있는 게이트
버스(12)가 형성되어 있고, 이 게이트버스(12)가 실리콘기체(21)과 교차하는 부분에 게이트전극이 형성된다.

    
소스부위와 게이트전극 사이에 개재된 실리콘기체 상에 형성된 드레인부위에는 접속홀(14a)를 통해 드레인 배선(14)
가 접속되어 있다. 이 드레인 배선(14)은 게이트라인(15)와 접속되고, 이 게이트라인(15)은 TFT(2)를 구성하는 실
리콘기체(22) 위에 형성되며, 콘덴서(18)의 한쪽 전극과 접속되어 있다. 콘덴서(18)의 다른 한쪽의 전극은 어스버스
(23)와 접속됨과 동시에 소스전극(17)과 접속되고, 소스전극(17)은 접속홀(17a)을 통해 TFT의 소스부위와 접속되
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어 있다. 게이트라인(15)이 실리콘소체(22)와 교차하는 부위에 게이트전극이 형성된다.
    

소스부위와 게이트전극(15) 사이에 개재된 실리콘기체 상에 형성된 드레인부위에는 콘택트홀(16a)을 통해 드레인 배
선(16)이 접속되어 있다. 이 드레인배선(16)은 화소가 되는 유기EL소자의 한쪽 전극(7)을 구성하거나, 이것과 접속되
어 있다. 또한 에이지커버(8)의 개구부는(8a)는 p-Si층(활성층 2a: 2), 특히 스위칭소자 상에도 유기EL구조체(9)가 
형성되고, 발광을 얻을 수 있도록 p-Si층(활성층 2a: 2) 위에도 개구되도록 형성되어 있다.

상기 유기EL소자를 직접 구동하는 TFT(1)는 제 1 스위칭소자에 해당되고, 제 1 스위칭소자를 구동하는 TFT(2)는 
제 2 스위칭소자에 해당된다. 또 소스버스(11)와 게이트버스(12)에는 도시하지 않은 선택회로가 접속된다.

이어서, 본 발명의 바람직한 박막표시소자인 유기EL소자(유기EL구조체)의 구성에 대해서 설명한다. 유기EL소자는 제 
1 전극과 제 2 전극사이에 적어도 발광기능에 관여하는 유기물질을 함유하는 유기층을 갖는다. 그리고, 제 1 전극과 제 
2 전극에서 주어진 전자와 홀이 유기층안에서 재결합함으로써 발광한다.

제 1 전극 및 제 2 전극은 모두 홀주입전극 및 전자주입전극이어도 좋지만, 통상 기판측의 제 1 전극이 홀주입전극이 
되고, 제 2 전극은 전자주입전극이 된다.

전자주입전극으로는 낮은 일함수의 물질이 바람직하며, 예를 들어 K. Li, Na, Ma, La, Ce, Ca, Sr, Ba, Al, Ag, In, S
n, Zn, Zr 등의 금속원소단체, 또는 안정성을 향상시키기 위해 이들을 포함하느 2성분 또는 3성분 합금계를 사용하는 
것이 바람직하다. 합금계로는, 예를 들어 Ag·Mg(Ag: 0.1∼50at%), Al·Li(Li: 0.01∼14at%), In·Mg(Mg: 50∼
80at%), Al·Ca(Ca: 0.01∼20at%)등을 들 수 있다. 또한 전자주입전극은 증착법이나 스퍼터법으로 형성할 수 있다.

전자주입 전극박막의 두께는 전자주입을 충분히 할 수 있는 일정 이상의 두께로 하면 되고, 0.5nm 이상, 바람직하게는 
1nm 이상, 보다 바람직하게는 3nm 이상 으로 할 수 있다. 또 그 상한값은 특별히 한정되지 않고, 통상 박막두께는 3∼
500nm 정도로 하면 된다. 전자주입전극 위에는 보조전극 내지 보호전극을 설치할 수 있다.

증착시의 압력은, 바람직하게는 1.33 ×10-6 ∼ 1.33 ×10-3 Pa (1 ×10-8 ∼1×10-5 Torr)로, 증발원의 가열온도
는 금속재료인 경우 100∼1400℃, 유기재료인 경우는 100∼500℃ 정도가 바람직하다.

홀주입전극은 발광한 빛을 방출하기 때문에, 투명하거나 반투명의 전극이 바람직하다. 투명전극으로는 ITO(주석도프
산화인듐), IZO(아연도프산화인듐), ZnO, SnO 2 ,IN2O3등을 들 수 있지만, 바람직하게는 ITO(주석도프산화인듐), I
ZO(아연도프산화인듐)이 바람직하다. ITO는 통상적으로, In 2O3와SnO를 화학양론 조성으로 함유하지만, O의 량은 다
소 편차가 있을 수 있다. 홀주입전극은 투명성이 필요하지 않을 때에는 불투명한 공지의 금속재질로 할 수 있다.

홀주입전극의 두께는 홀주입을 충분히 주입할 수 있는 일정 이상의 두께를 가지면 좋고, 바람직하게는 50∼500nm, 특
히 50∼300nm의 범위가 바람직하다. 또한 그 상한에는 제한이 없지만, 너무 두꺼우면 박리등이 생길 우려가 있고, 두
께가 너무 얇으면, 제조시 막강도와 홀수송능력, 저항값 측면에서 문제가 있다.

상기 홀주입전극층은 증착법 등으로 형성될 수 있지만, 바람직하게는 스퍼터법, 특히 펄스DC스퍼터법으로 형성하는 것
이 바람직하다.

유기EL구조체의 유기층은 다음과 같이 구성할 수 있다.

발광층은 홀(정공) 및 전자주입기능, 이들의 수송기능, 홀과 전자의 재결합에 의해 여기자를 생성시키는 기능을 갖는다. 
발광층에는 비교적 전자적으로 중성인 화합물을 사용하는 것이 바람직하다.

홀주입수송층은 홀주입전극에서의 홀주입을 용이하게 하는 기능, 홀을 안정적으로 수송하는 기능 및 전자를 차단하는 
기능을 갖고, 전자주입수송층은 전자주입전극에서의 전자주입을 용이하게 하는 기능, 전자를 안정적으로 수송하는 기능 
및 홀을 차단하는 기능을 갖는다. 이들 층은 발광층에 주입된 홀과 전자를 증대 및 감금시키고 재결합영역을 최적화하
여 발광효율을 개선한다.
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발광층의 두께, 홀주입수송층의 두께 및 전자주입수송층의 두께는 특별히 제한되지 않고, 형성방법에 따라 다르지만, 
통상적으로 5∼500nm 정도, 특히 10∼300nm로 하는 것이 바람직하다.

홀주입수송층의 두께 및 전자주입수송층의 두께는 재결합/발광영역의 설계에 의해 다르지만, 발광층의 두께와 같은 정
도로, 또는 1/10∼10 배정도로 할 수 있다. 홀 또는 전자의 주입층과 수송층을 분리하는 경우에는 주입층은 1nm 이상, 
수송층은 1nm 이상으로 하는 것이 바람직하다. 이 때 주입층과 수송층의 두께의 상한은 통상 주입층은 500nm 정도, 
수송층은 500nm 정도이다. 이와 같은 막두께에 대해서는 주입수송층을 2층으로 해도 마찬가지이다.

    
유기EL소자의 발광층에는 발광기능을 하는 화합물인 형광성 물질을 함유시킨다. 이와 같은 형광성물질로는 예를 들어, 
일본국 특개소63-264692호 공보에 개시된 바와 같은 화합물, 예를 들어 퀴나크리돈, 루브렌, 스티릴계 색소등의 화합
물으로부터 선택된 적어도 1종을 들 수 있다. 또 트리스(8-퀴놀리노라토)알루미늄 등의 8-퀴놀리놀 또는 그 유도체
를 배위자로 하는 금속착체 색소 등의 퀴놀린유도체, 테트라페닐부타디엔, 안트라센, 페릴렌, 코로넨, 12-프탈로페릴
렌유도체 등을 들 수 있다. 또한 일본국 특개평8-12600호 공보(특원평6-110569호)에 기재된 페닐안트라센유도체, 
특개평8-12969호 공보(특원평6-114456호)의 테트라아릴에텐유도체 등을 사용할 수 있다.
    

또한, 그 자체에서 발광이 가능한 호스트물질과 조합하여 사용하는 것이 바람직하고, 도판트로서 사용하는 것이 바람직
하다. 이와 같은 경우 발광층의 화합물의 함유량은 0.01∼20부피%, 특히 0.1∼15부피%가 바람직하다. 특히 루브렌계
에서는 0.01∼20부피%가 바람직하다. 호스트물질과 조합시켜 사용함에 따라 호스트물질의 발광파장 특성을 변화시킬 
수 있고, 발광이 긴 파장으로 이동할 수 있으며 소자의 발광효율이나 안정성이 향상된다.

호스트물질로는 퀴놀리노라토착체가 바람직하고, 8-퀴놀리놀 또는 그 유도체를 배위자로 하는 알루미늄착체가 바람직
하다. 이런 알루미늄착체로는 일본국 특개소63-264692호, 특개평3-255190호, 특개평5-70773호, 특개평5-2588
59호, 특개평6-215874호 등에 개시되어 있는 것을 들 수 있다.

    
구체적으로는, 트리스(8-퀴놀리노라토)알루미늄, 비스(8-퀴놀리노라토)마그네숨, 비스(벤조{f}-퀴놀리노라토)아연, 
비스(2-메틸-8-퀴놀리노라토)알루미늄옥시드, 트리스(8-퀴놀리노라토)인듐, 트리스(5-메틸-8-퀴놀리노라토)알
루미늄, 8-퀴놀리노라토리튬, 트리스(5-클로로-8-퀴놀리노라토)갈륨, 비스(5-클로로-8-퀴놀리노라토)칼슘, 5,
7-디크로로-8-퀴놀리노라토알루미늄, 트리스(5,7-디브로모-8-히드록시퀴놀리노라토)알루미늄, 폴리[아연(Ⅱ)-
비스(8-히드록시-5-퀴놀리닐)메탄] 등이 있다.
    

이 외에 호스트물질로는, 일본국 특개평8-12600호 공보에 기재된 페닐안트라센유도체와 특개평8-12969호 공보에 
기재된 테트라아릴에텐유도체 등도 바람직하다.

발광층은 전자주입수송층을 겸한 것이어도 되고, 이런 경우에는 트리스(8-퀴놀리노라토)알루미늄등을 사용하는 것이 
바람직하다. 이들의 형광성물질을 증착할 수 있다.

또 발광층은 필요에 따라 적어도 1종의 홀주입수송성 화합물과 적어도 1종의 전자주입수송성 화합물과의 혼합층으로 
하는 것이 바람직하고, 또한 이들의 혼합층중에 도판트를 함유시키는 것이 바람직하다. 이와 같은 혼합층에서의 화합물
의 함유량은 0.01∼20부피%, 바람직하게는 0.1∼15부피%로 하는 것이 바람직하다.

혼합층에서는 캐리어의 홉핑전도패스가 있을 수 있기 때문에, 각 캐리어는 극성적으로 유리한 물질로 이동하고, 반대 
극성 캐리어주입은 일어나기 어렵기 때문에 유기화합물이 손상받기 어려워 소자수명이 늘어난다는 이점이 있다. 또한 
전술한 도판트를 이와같은 혼합층에 합유시킴으로써 혼합층 자체가 갖는 발광파장 특성을 변화시킬 수 있으며, 발광파
장이 긴 파장쪽으로 이동시킬 수 있고 발광광도를 높일 수 있으며 소자의 안정성도 향상시킬 수 있다.
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혼합층에 사용되는 홀주입 수송성화합물 및 전자주입 수송성화합물은 각각 후술하는 홀주입수송층용 화합물 및 전자주
입수송층용 화합물 중에서 선택할 수 있다. 그 중에서도, 홀주입수송층용 화합물으로는 강한 형광을 갖는 아민유도체, 
예를 들어, 홀수송재료인 트리페닐아민유도체, 스티릴아민유도체, 방향족축합환을 갖는 아민유도체를 사용하는 것이 바
람직하다.

전자주입수송층 화합물로는 퀴놀린유도체. 8-퀴놀리놀 또는 그 유도체를 배위자로 하는 금속착제, 특히 트리스(8-퀴
놀리노라토)알루미늄(Alq3)을 사용하는 것이 바람직하다. 또한 상기 페닐안트라센유도체. 테트라아릴에텐유도체를 사
용하는 것도 바람직하다.

홀주입수송층용 화합물로는 강한 형광을 갖는 아민유도체, 예를 들어 상기 홀주입수송재료인 트리페닐디아민, 스티릴아
민유도체, 방향족축합환을 갖는 아민유도체를 사용하는 것이 바람직하다.

이 경우의 혼합비는 각각의 캐리어 이동도와 캐리어 농도에 의하지만, 일반적으로 홀주입수송성 화합물/전자주입수송
기능을 갖는 화합물의 중량비가 1/99∼99/1, 보다 바람직하게는 10/90∼90/10, 특히 바람직하게는 20/80∼80/20 정
도가 되도록 하는 것이 바람직하다.

혼합층의 두께는 분자층 1층에 상당하는 두께 이상으로 하는 것이 바람직하다. 구체적으로는 1∼85nm로 하는 것이 바
람직하고, 보다 바람직하게는 5∼60nm, 특히 5∼50nm로 하는 것이 바람직하다.

또한 혼합층의 형성방법으로는 다른 증착원으로부터 증발시키는 공증착이 바람직하지만, 증기압(증발온도)가 동일정도 
혹은 매우 근접한 경우에는 미리 동일 증착보드 내에서 혼합시켜 놓고 증착할 수 있다. 혼합층은 화합물끼리 균일하게 
혼합되어 있는 것이 바람직하지만, 경우에 따라서는 화합물이 섬모양으로 존재해도 된다. 발광층은 일반적로 유기형광
물질이거나, 또는 수지바인더중에 분산시켜 코팅함으로써 발광층을 소정의 두께로 형성한다.

    
홀주입수송층에는 예를 들어, 일본국 특개소63-295695호 공보, 특개평2-191694호 공보, 특개평3-792호 공보, 특
개평5-234681호 공보,특개평5-239455호 공보, 특개평5-299174호 공보, 특개평7-126225호 공보, 특개평7-12
6226호 공보, 특개평8-100172호 공보, EP0650955A1 등에 기재된 각종 유기화합물을 이용할 수 있다. 예를 들어, 
테트라아릴벤지딘화합물(트리아릴아민 내지 트리페닐디아민: TPD), 방향족 삼급아민, 히드라존유도체, 카르바졸유도
체. 트리아졸유도체, 이미다졸유도체, 아미노기를 갖는 옥사디아졸유도체, 폴리티오펜 등이다. 이들의 화합물은 1종만
을 사용하거나 2종이상 병용할 수 있다. 2종 이상을 병용할 때는 별도의 층으로 적층하거나 혼합할 수 있다.
    

    
홀주입수송층을 홀주입층과 홀수송층으로 나누어 적층하는 경우는 홀주입 수송층용 화합물중에서 바람직한 조합을 선
택하여 사용할 수 있다. 이때 홀주입전극(ITO 등) 쪽으로부터 이온화포텐셜이 작은 화합물 순서대로 적층하는 것이 바
람직하다. 또 홀주입전극 표면에는 박막성이 양호한 화합물을 사용하는 것이 바람직하다. 이와 같은 적층순서에는 홀주
입수송층을 2층 이상 설치할 때도 마찬가지이다. 이러한 적층순서로 함에 따라 구동전압이 저하되고, 전류리크의 발생
이나, 다크포스트의 발생 및 성장을 방지할 수 있다. 또한 증착을 이용하여 소자화하는 경우는 1∼10nm 정도의 얇은 
막도 균일하고 핀홀이 없게 할 수 있기 때문에 홀주입층에 이온화 포텐셜이 작고, 가시부에 흡수가 있는 화합물을 사용
하더라도 발광색의 색조변화와 재흡에 의한 효율저하를 방지할 수 있다. 홀주입수송층은 발광층 등과 마찬가지로 상기 
화합물을 증착함에 따라 형성할 수 있다.
    

    
전자주입수송층에는 트리스(8-퀴놀리노라토)알루미늄(Alq3) 등의 8-퀴놀리놀 또는 그 유도체를 배위자로 하는 유기
금속착체 등의 퀴놀유도체, 옥사디아졸유도체, 페릴렌유도체, 피리딘유도체, 피리미딘유도체, 퀴녹살린유도체, 디페닐
퀴논유도체, 니트로치환유도체 등을 사용할 수 있다. 전자주입수송층은 발광층을 겸한 것일 수도 있고, 이와 같은 경우
는 트리스(8-퀴놀리노라토)알루미늄 등을 사용하는 것이 바람직하다. 전자주입 수송층은 발광층과 마찬가지로 증착 
등에 의해 형성될 수 있다.
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전자주입수송층을 전자주입층과 전자수송층과 나누어 적층하는 경우에는 전자주입수송층용 화합물에서 바람직한 조합
을 선택하여 사용할 수 있다. 이 때, 전자주입 전극측에서 전자친화력의 값이 큰 화합물 순서대로 적층하는 것이 바람직
하다. 이와 같은 적층순서는 전자주입수송층을 2층 이상 설치할 때도 마찬가지다.

홀주입수송층, 발광층 및 전자주입수송층을 형성하는 데에는 균질한 박막이 형성될 수 있기 때문에, 진공증착법을 사용
하는 것이 바람직하다. 진공증착법을 사용하는 경우, 비결정상태 또는 결정입경이 0.2㎛ 이하의 균질한 박막을 얻을 수 
있다. 결정입경이 0.2㎛ 초과하면, 발광이 균일하지 않으며, 소자의 구동전압을 높게 하지 않으면 않되고, 홀의 주입효
율도 떨어지게 된다.

진공증착의 조건은 특별히 한정되지 않지만, 10-4 Pa 이하의 진공도로 하고, 증착속도는 0.01∼1nm/sec 정도로 하는 
것이 바람직하다. 또한 진공중에서 연속적으로 각 층을 형성하는 것이 바람직하다. 진공중에서 연속적으로 형성하면 각 
층의 계면에 불순물이 흡수되는 것을 방지할 수 있기 때문에 높은 특성이 얻어진다. 또한 소자의 구동전압을 낮게 하거
나 다크스포트의 발생 및 성장을 억제할 수 있다.

진공증착법을 이용하여 각 층을 형성하는 경우에 1층에 복수의 화합물을 함유시킨 경우, 화합물을 넣은 보트를 각각 온
도제어하여 공증착하는 것이 바람직하다.

기판에 색필터막과 형광성 물질을 포함는 색변환막 또는 유도체 반사막을 사용하여 발광색을 조절할 수도 있다.

색필터막에는 액정디스플레이 등에서 이용되고 있는 칼라필터를 사용할 수 있지만, 유기EL소자가 발광하는 빛에 맞추
어서 칼라필터의 특성을 조정하고, 방출효과 및 색순도를 최적화하면 된다.

또 EL소자재료와 형광변환층이 광흡수하도록 단파장의 외광을 차단할 수 있는 칼라필터를 사용하면, 소자의 내광성 및 
표시의 콘트라스트도 향상된다.

또 유전체 다층막과 같은 광학박막을 칼라필터 대신 사용해도 된다.

형광변환 필터막은 EL발광의 빛을 흡수하고 형광변환막 중의 형광체부터 빛을 방출시킨 것으로 발광색의 색변환을 할 
수 있지만, 조성으로는 바인더, 형광재료, 광흡수재료의 3가지로 형성된다.

형광재료는 기본적으로 형광양자수율이 높은 것을 사용할 수 있고, EL발광파장영역에 흡수가 강한 것이 바람직하다. 
실제로는 레이져색소등이 적합하고, 로다민계 화합물, 페릴렌계 화합물, 시아닌계 화합물, 프타로시아민계화합물(서브
플타로시아민포함), 나프타로이미도계 화합물, 축합환탄화수소계 화합물, 축합복소환계 화합물, 스티릴계 화합물, 쿠마
린계 화합물 등을 사용할 수 있다.

기본적으로 바인더는 형광을 소광하지 않는 재료를 선택하며, 사진평판, 인쇄 등에서 미세한 패터닝을 할 수 있도록 하
는 것이 바람직하다. 또한 기판상에 홀주입전극과 접하는 상태로 형성할 경우에는 홀주입전극(ITO, IZO)의 성막시에 
손상을 주지 않는 재료가 바람직하다.

광흡수재료는 형광재료의 광흡수가 충분하지 않을 경우에 사용하고 필요없는 경우에는 사용하지 않아도 된다. 또한 광
흡재료는 형광성 재료의 형광을 소광하지 않는 재료를 선택하면 된다.

본 발명에서의 유기EL소자는 통상 직류구동형, 펄스구동형의 유기EL소자로서 사용되고 있다. 인가전압은 통상 2∼30
V 정도이다.

(실시예)

< 실시예 1>
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도 4∼9에 도시한 바와 같은 공정에 의해, 활성 매트릭스회로를 구성하고, 도 1 및 도 2에 도시한 바와 같은 구조의 박
막표시장치를 제작하였다.

코닝사 제조 1737 내열성 무알칼리 유리기판 위에 비결정 실리콘층(2)을 약 60nm(600Å)의 두께로 감압CVD(LPC
VD)법으로 성막하였다. 이 성막조건은 하기와 같다.

Si2H6가스 : 100 SCCM

압력 : 40 Pa(0.3 Torr)

온도 : 480℃

이어서 비결정형 실리콘층(2)을 고상 성장시켜 활성층(폴리실리콘층: 2a)으로 하였다. 이 고상 성장은 열어니일링과 
레이저어니일링(115)를 병용하였다. 그 조건은 다음과 같다.

< 열어니일링>

N2 : ISLM

온도 : 600℃

처리시간 : 24시간

< 레이저어니일링>

KrF : 254nm

에너지밀도 : 200mJ/㎠

쇼트수 : 200

이어서, 이 폴리실리콘층을 패터닝하여 활성 실리콘층(2a: 500mm(500Å))을 얻었다.

이 활성 실리콘층(2a) 위에 게이트산화막(3)이 되는 SiO 2층을, 예를 들어 플라즈마CVD법으로 약 80nm(800Å) 성
막하였다. 성막조건을 예를 들어 다음과 같다.

투입전력 : 50W

TFOS(테트라에톡시실란)가스 : 50 SCCM

02 : 500 SCCM

압력 : 13.3∼66.5 Pa(0.1∼0.5 Torr)

온도 : 350℃

Si02층 위에 게이트전극(4)이 되는 Mo-Si 2층을 스퍼터법으로 약 100nm(100Å) 성막하였다. 그후, 이 Mo-Si 2층 
및 상기에서 형성한 Si02층을, 예를 들어 드라이에칭으로 패터닝하고 게이트 전극(4) 및 게이트산화막(3)을 얻었다. 
얻은 게이트전극은 발광파장 대역의 광투과율이 약 제로에 가깝고 차광막으로서의 기능도 한 다는 것을 알았다.
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이어서, 도핑마스크 및 상기 게이트전극(4)을 마스크로서 실리콘활성층의 소스. 드레인영역이 되는 부분에 이온도핑법
으로 P형 불순물(116: B)을 도핑하고, 이어서, 채널부에도 소량 도프함으로써 제 1 스위칭소자, 제 2 스위칭소자 및 
선택회로용 스위칭소자를 형성하였다. 소스부, 드레인부의 도핑조건은 통상의 TFT제조법에 준하여 실시할 수 있다.

이어서, 이를 질소분위기속에서 약 500℃에서 10시간 가열하여 도판트활성화를 실시했다. 또 수소분위기속에서 약 4
00℃에서 30분간 가열처리하여 수소화를 실시함으로써 반도체의 결함준위밀도를 감소시켰다.

그리고 이 기판전체에 층간절연층이 되는 Si02층을 두께 약 800nm(800Å) 성형하였다. 이 층간절연층(6)이 되는 S
i02의 성막조건은 다음과 같다.

O2 /N2 : 10 SLM

5% SiH4 /N2 : 1 SLM

1% PH3 /N2 : 500 SCCM

N2 : 10 SLM

온도 : 410℃

압력 : 대기압

이 층간절연층(6)이 되는 SiO2막을 에칭하고 접속용 홀을 성형하였다. 이어서, 드레인 및 소스배선전극(17), (16)으
로서 (A1)을 증착하였다.

이어서, 유기EL소자의 형성영역에 홀주입전극이 되는 ITO(7)을 성막하고 상기 배선전극(16)과 접속하였다. 그리고 
발광영역(화소부분)만을 발광시키기 위해 상기와 마찬가지로 층간절연막 SiO2 (에이지커버: 8)을 400nm(400Å) 성
막하고, 발광영역이 되는 부분을 개구하였다. 이 때 ITO는 p-Si층(활성층 2a: 2), 특히 스위칭소자 위를 덮도록 성형
하고, 에이지커버(8)도 유기EL구조체(9)가 p-Si층(활성층 2a: 2) 위에도 형성되도록 하였다. 이에 따라 화소내의 발
광 방출면적이 증대되었다. 또 비교샘플로서 도 12 및 도 13에 도시된 바와 같이, TFT 등의 실리콘막박 상에 유기EL
구조체(9)를 성형하지 않는 샘플도 작성하였다.

이상과 같이 제작된 본 발명의 샘플 및 비교샘플 TFT 박막 패턴의 화소영역( 개구부(8a)에 발광층을 포함하는 유기E
L구조체(9)의 유기층을 진공증착법으로 성막하였다. 성막한 재료는 다음과 같다. 여기에서 한 예만 들었지만, 본 발명
은 그 개념으로부터 알 수 있는 바와 같이, 증착법으로 성형가능한 한 성막재료에 적용할 수 있다.

홀주입층 및 홀수송층으로, N,N'-비스(m-메틸페닐)-N,N'-디페닐-1,1'-비페닐-4,4'-디아민(N,N'-비스(m-메
틸페닐)-N,N'-디페닐-1,1'-비페닐-4,4'-디아민(이하, TPD로 약칭한다)을 발광층겸 전자수송층으로서 트리스(8
-히드록시퀴놀린)알루미늄(이하, Alq3라 약칭한다)을 진공을 유지하면서 제 2 전극으로서 음극을 계속해서 성막하였
다.

성막방법으로는 홀주입층 및 홀수송층은 진공증착법을 선택하고, 제 2 전극은 DC스퍼터법을 선택하였다. 제 2 전극으
로는 Al/Li 합금(Li농도: 7 at%)를 가스압 1Pa, 전력 1W/㎠로 막두께 5nm만 성막하고, 배선전극으로는 Al을 0.3Pa, 
전력 1W/㎠로 막두께 200nm로 적층하였다.

얻어진 유기EL표시소자의 각 화소를 10㎃/㎠의 정전류 구동한 바, TFT작동에 따라 온-오프동작(발광)이 확인되고, 
문제없이 동작하는 것으로 밝혀졌다. 또한 종래의 샘플과 비교해서 화소중에 차지하는 방출영역(개구부 8a)의 면적이 
15% 이상 증가한 것을 확인할 수 있었다. 또한 동일한 휘도를 얻기 위해서 필요한 전류를 각각 구동하여 휘도반감시간
을 구한 결과, 본 발명의 샘플은 비교샘플보다 1.2배 이상 반감수명을 연장된다는 것을 확인할 수 있었다.
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< 실시예 2>

실시예 1에서 게이트전극(4)을 P-Si에 의해 형성하고, 도 3에 도시한 바와 같이, 그 위에 차광막(31)을 형성하였다. 
이 차광막(31)은 200nm 막두께로 게이트전극과는 대략 동일한 사이즈로 하고, 배선용 전극재료인 질화티탄(TiN)을 
사용하였다. 이 때문에 차광막 형성공정을 배선전극 형성공정과 공용할 수 있어서 실질적으로 제조공정은 증가하지 않
았다. 그외에는 실시예 1과 동일하게 하여 박막표시장치를 작성하였다.

얻어진 샘플을 실시예 1과 동일하게 구동하여 평가한 결과, 실시예 1과 대략 동일한 결과를 얻었다.

    발명의 효과

이상과 같이 본 발명에 의한다면, 활성 매트릭스방식의 박막표시장치에 있어서, 박막발광소자의 화소중에 차지하는 비
율이 증가함에 따라 휘도와 신뢰성이 높은 박막표시장치를 제공할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

동일기판상에, 각 화소에 전류로 구동되는 발광 박막표시소자와 이 박막표시소자를 구동하는 회로가 형성되어 있는 실
리콘박막층을 가지며, 적어도 상기 박막표시소자와 실리콘박막층이 두꺼운 방향에 중복되어 형성되어 있는 영역을 갖고, 
이 중복영역에서 상기 박막표시소자의 발광의 일부를 방출하는 박막표시장치.

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 실리콘박막층에는 상기 박막발광소자를 구동하는 스위칭소자가 형성되어 있는 박막표시장치.

청구항 3.

제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 박막표시소자의 발광의 일부를 상기 스위칭소자가 형성되어 있는 영역에서 방출하
는 박막표시장치.

청구항 4.

제 1항에 있어서, 상기 스위칭소자의 채널영역 중 적어도 일부가 광투과성을 갖지 않는 재료에 의해 차광되어 있는 박
막표시장치.

청구항 5.

제 1항에 있어서, 상기 스위칭소자의 제어전극이 빛을 투과하지 않는 재료에 의해 형성되어 있는 박막표시장치.

청구항 6.

제 1항에 있어서, 상기 스위칭소자는 폴리실리콘박막으로 형성되어 있는 박막표시장치.

청구항 7.

제 1항에 있어서, 상기 스위칭소자는 박막트랜지스터인 박막표시장치.

청구항 8.
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제 1항에 있어서, 상기 박막표시소자는 유기EL소자인 박막표시장치.

도면

도면 1

 - 14 -



공개특허 특2001-0077989

 
도면 2

 - 15 -



공개특허 특2001-0077989

 
도면 3

도면 4

도면 5

 - 16 -



공개특허 특2001-0077989

 
도면 6

도면 7

도면 8

 - 17 -



공개특허 특2001-0077989

 
도면 9

 - 18 -



공개특허 특2001-0077989

 
도면 10

 - 19 -



공개특허 특2001-0077989

 
도면 11

 - 20 -



공개특허 특2001-0077989

 
도면 12

 - 21 -



공개특허 특2001-0077989

 
도면 13

 - 22 -



专利名称(译) 薄膜显示器

公开(公告)号 KR1020010077989A 公开(公告)日 2001-08-20

申请号 KR1020010002238 申请日 2001-01-15

申请(专利权)人(译) 茶时间衰减为负值，公司

当前申请(专利权)人(译) 茶时间衰减为负值，公司

[标]发明人 TAKAYAMA ICHIRO

发明人 TAKAYAMA,ICHIRO

IPC分类号 H01L51/50 G09G3/20 G09F9/30 H05B33/00 H05B33/14 G09G3/30 H01L27/32 G09F H05B33/26 
G09G G09F9/00 H05B H05B33/12 H01L27/28 H01L

CPC分类号 H01L27/3262 H01L27/3272

代理人(译) 朴志炯
HWANG，E NAM

优先权 2000018659 2000-01-27 JP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

具有高亮度和可靠性的薄膜显示系统提供了薄膜电致发光元件的像素中
的有源矩阵模式的薄膜显示系统中占据率增加。它具有硅薄膜层（2），
其中用于驱动薄膜显示器件（9）的电路和该薄膜显示器件（9）在每个
像素中的同一板（1）上驱动电流并辐射形成。并且它具有在至少薄膜显
示器件（9）和硅薄膜层厚的方向上重叠并形成的区域。对于在该覆盖区
域中释放薄膜显示装置（9）的一部分辐射的配置的薄膜显示系统。薄膜
显示系统。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ca827150-1945-476e-b970-85141610f27b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018545479/publication/KR20010077989A?q=KR20010077989A

